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	◎ 單選題（共33題‧每題3分）

(　C　)1.如圖(1)所示電路，若汲極電流[image: image1.emf]=3mA，則閘－源極電壓[image: image2.emf]為何？【92電機電子二技】
(A)+1V　(B)−1V　(C)−3V　(D)+3V　
[image: image3.emf]   [image: image4.emf]   [image: image5.emf]   [image: image6.emf]   [image: image7.emf]
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【詳解】[image: image8.emf]
(　D　)2.MOSFET元件之結構如圖(2)所示，若此元件為增強型N通道MOSFET，則圖中甲區與乙區分別為何種型式半導體？若要形成通道，[image: image9.emf]之條件為何？【93電機電子】
(A)甲區：[image: image10.emf]型，乙區：n型，[image: image11.emf]>[image: image12.emf]（臨界電壓）>0　(B)甲區：[image: image13.emf]型，乙區：n型，[image: image14.emf]>[image: image15.emf]（臨界電壓）>0
(C)甲區：[image: image16.emf]型，乙區：p型，[image: image17.emf]<[image: image18.emf]（臨界電壓）<0　(D)甲區：[image: image19.emf]型，乙區：p型，[image: image20.emf]>[image: image21.emf]（臨界電壓）>0

(　B　)3.如圖(3)所示電路，已知MOSFET的臨界電壓[image: image22.emf]=3V，則電壓[image: image23.emf]為多少？ (A)8V　(B)12V(C)0V　(D)4V　
【詳解】[image: image24.emf]
(　A　)4.如圖(4)所示，此曲線為下列何種FET的[image: image25.emf]特性曲線？（[image: image26.emf]為臨界電壓）【100電機電子】
(A)N通道增強型MOSFET　(B)N通道空乏型MOSFET　(C)P通道增強型MOSFET　(D)N通道JFET　
(　D　)5.下列何者非為主動元件？(A)真空管　(B)場效應電晶體　(C)電晶體　(D)電容器　
(　C　)6.下列有關MOSFET之敘述，何者有誤？(A)MOSFET之閘極與通道間一般是隔著二氧化矽[image: image27.emf]　(B)與增強型比較，空乏型在製造上多了離子佈植（ion-implantation）的手續　(C)增強型 P型 MOSFET與空乏型 N型 MOSFET特性完全相同　(D)MOSFET之閘極與源極間的直流電阻接近無限大　
(　D　)7.N型空乏型 MOSFET工作時閘極必須加(A)正　(B)不需加電壓　(C)負　(D)正負皆可　
(　B　)8.下列關於JFET特性的敘述，何者錯誤？【96電機電子】(A)N通道的夾止（Pinch-Off）電壓[image: image28.emf]是負值　(B)在歐姆區操作時，[image: image29.emf][image: image30.emf]　(C)閘極電流趨近於零　(D)[image: image31.emf]=0時[image: image32.emf]　
(　A　)9.下列敘述何者錯誤？【97電機四技】
(A)MOSFET電晶體為一種電流控制元件　(B)一般BJT電晶體的基極輸入阻抗比MOSFET電晶體閘極的輸入阻抗小　(C)BJT電晶體為雙極性（Bipolar）電晶體　(D)MOSFET電晶體為單極性（Unipolar）電晶體　
【詳解】MOSFET為電壓控制元件
(　A　)10.超大型積體電路中，所謂0.35微米製程指的是MOSFET通道的：【100電機電子二技】
(A)最小長度　(B)最小高度　(C)最大厚度　(D)最大寬度　
(　B　)11.某一N通道JFET的汲極飽和電流[image: image33.emf]=16mA，汲極電流[image: image34.emf]=4mA若截止電壓（cutoff voltage）[image: image35.emf]為−3V，則閘源極電壓[image: image36.emf]為何？【98電機電子】(A)−2.5V　(B)−1.5V　(C)1.5V　(D)2.5V

【詳解】[image: image37.emf]
(　C　)12.已知如圖(5)所示之 FET之 [image: image38.emf]=1mA，[image: image39.emf]=−2V，設[image: image40.emf]=0.7V，求[image: image41.emf]=？ (A)5.3V　(B)22V　(C)2.7V　(D)10V　
【詳解】[image: image42.emf]
(　A　)13.下列對於BJT電晶體與MOSFET電晶體的敘述，何者有誤？【97電機電子二技】
(A)BJT電晶體為一種電壓控制元件，MOSFET電晶體為一種電流控制元件　(B)MOSFET電晶體為單極性（Unipolar）電晶體　(C)BJT電晶體的輸入阻抗比MOSFET電晶體的輸入阻抗小　(D)BJT電晶體為雙極性（Bipolar）電晶體　
(　B　)14.對 JFET而言，當其工作在飽和區時之[image: image43.emf] 電流為何？
(A)[image: image44.emf]　(B)[image: image45.emf]　(C)[image: image46.emf]　(D)[image: image47.emf]
(　A　)15.如圖(6)所示電路，[image: image48.emf]，[image: image49.emf]，[image: image50.emf]，求此電路的偏 壓[image: image51.emf]為多少伏特？
(A)[image: image52.emf]　(B)[image: image53.emf]　(C)[image: image54.emf] 　(D)[image: image55.emf]　
[image: image56.emf][image: image57.emf] [image: image58.emf][image: image59.emf][image: image60.emf]
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【詳解】[image: image61.emf]
(　C　)16.有關N通道增強型MOSFET之敘述，下列何者正確？【100電機電子二技】(A)臨界電壓與基體效應無關　(B)輸出電阻與通道長度調變效應無關　(C)閘極與源極間之電壓愈大，汲極電流愈大　(D)汲極電流與製程參數無關
【詳解】[image: image62.emf]
(　D　)17.如圖(7)所示電路，欲測量 JFET之夾止電壓[image: image63.emf]，則需調整 VR使下列何者 為零？(A)[image: image64.emf] 　(B)[image: image65.emf]　(C)[image: image66.emf]　(D)[image: image67.emf]　
(　D　)18.如圖(8)所示之電路符號為下列何種元件？【97電機四技】
(A)N通道空乏型MOSFET　(B)JFET　(C)P通道空乏型MOSFET　(D)N通道增強型MOSFET

(　A　)19.下列有關場效應電晶體 FET之敘述何者不正確？(A)載子為電洞者稱為 N通道 FET　(B)傳導電流之大小由靜電場控制　(C)輸入阻抗一般較雙極性接面電晶體 BJT還高　(D)傳導電流僅由多數載子負責　
【詳解】N 通道載子為電子
(　B　)20.有一N通道空乏型MOSFET的汲極飽和電流[image: image68.emf]=8mA，截止電壓[image: image69.emf]=−4V，則在[image: image70.emf]=0V的情況下，汲極電流[image: image71.emf]=？【100電機電子二技】(A)16mA　(B)8mA　(C)12mA　(D)10mA　
【詳解】[image: image72.emf]
(　D　)21.有關JFET的[image: image73.emf]與[image: image74.emf]之間的關係，下列選項何者正確？【99電機電子二技】
(A)[image: image75.emf]　(B)[image: image76.emf] 　(C)[image: image77.emf]　(D)[image: image78.png]


　
(　D　)22.N通道增強型 MOSFET的閘-源電壓[image: image79.emf]應如何才能使汲極電流[image: image80.emf]導通？(A)[image: image81.emf] 　(B)[image: image82.emf]　(C)[image: image83.emf]　(D)[image: image84.emf]　（註：[image: image85.emf]是臨界電壓）
【詳解】[image: image86.emf]
(　C　)23.續上題，臨界電壓[image: image87.emf]大小主要由何者決定？
(A)金屬導電層厚度　(B)半導體層厚度　(C)二氧化矽層厚度　(D)以上皆非
(　A　)24.以下所示的四個輸出特性曲線，何者為P通道E-MOSFET的輸出特性曲線？【102電機四技】
(A)[image: image88.emf]　(B)[image: image89.emf]　(C)[image: image90.emf] 　(D)[image: image91.emf]　
【詳解】[image: image92.emf]
(　B　)25.類比開關（Analog Switch）的功能是控制類比信號通過或不通過下列哪種半導體元件不適合作為類比開關使用？【96電機電子二技】(A)P通道金氧半場效電晶體（PMOS FET）　(B)二極體　(C)互補型金氧半場效電晶體（CMOS FET）(D)n通道金氧半場效電晶體（NMOS FET）　
(　A　)26.參見如圖(9)所示，假設[image: image93.emf]=30V，若欲使工作點Q位於[image: image94.emf]=15V，[image: image95.emf]=2mA，[image: image96.emf]=− 5V，則 [image: image97.emf]與[image: image98.emf] 分別為
(A)5000 (，2500(　(B)7000(，500(　(C)6000(，1500(　(D)4000(，3500 (
【詳解】[image: image99.emf]
(　C　)27.某N通道接面型場效應電晶體（JFET）之夾止電壓（Pinch-Off Voltage）[image: image100.emf]=−4V且源極電壓[image: image101.emf]=0V，則下列何者可工作於飽和區？【92電機電子】
(A)[image: image102.emf]　(B)[image: image103.emf]　(C)[image: image104.emf] 　(D)[image: image105.emf]　
【詳解】[image: image106.emf]
(　D　)28.如圖(10)所示之電路，若MOSFET之臨限電壓（threshold voltage）為2V，閘源極間電壓[image: image107.emf]=4V時之汲極電流[image: image108.emf]=20mA，則此電路之汲源極間電壓[image: image109.emf]及汲極電流[image: image110.emf]約為何？【98電機電子】
(A)4.5V，15.3mA　(B)4.3V，18.4mA　(C)3.4V，18.4mA　(D)5.4V，15.3mA

【詳解】[image: image111.emf]
(　D　)29.如圖(11)所示電路，[image: image112.emf]是哪一類型的MOSFET？【98電機電子二技】
(A)P通道空乏型　(B)N通道空乏型　(C)P通道增強型　(D)N通道增強型　
[image: image113.emf]   [image: image114.emf]   [image: image115.emf]   [image: image116.emf]
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(　A　)30.如圖(12)所示為場效電晶體電路，若場效電晶體工作於飽和區，則電路具有何種功能？【102電子四技】
(A)輸出定電流　(B)開關控制　(C)倍壓　(D)電流放大　
(　C　)31.如圖所(13)示電路的功能，下列選項何者正確？【98電機電子二技】
(A)PMOS反相器　(B)NMOS反相器　(C)CMOS反相器　(D)BJT反相器
(　A　)32.如圖(14)所示電路，[image: image117.emf]，則[image: image118.emf]=？
(A)5.3V　(B)4.3V　(C)7.3V　(D)6.3V　
【詳解】[image: image119.emf]
(　C　)33.一N通道增強型MOSFET共源極放大電路中，其中MOSFET之臨界電壓[image: image120.emf]=2V，導電參數[image: image121.emf]，若要使MOSFET工作於飽和區，以獲得汲極電流[image: image122.emf]=8mA時，則[image: image123.emf]電壓為多少？【102電子四技】
(A)1V　(B)3V　(C)4V　(D)2V　
【詳解】[image: image124.emf]
【詳解】[image: image125.emf]
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